附件：
会议讨论和预审的标准项目
	序号
	组别
	计划文号及编号
	项目名称
	牵头单位
	备注

	1 
	第一组
	国标委发〔2026〕10号
20260501-T-469
	半导体晶片位错成像的测试 X射线形貌法
	山东有研半导体材料有限公司
	讨论

	2 
	
	国标委发[2025]58号
20255680-T-469
	半导体晶片近边缘几何形态评价 第4部分：不完整区域局部平整度法（PSFQR、PSFQD、PSBIR）
	山东有研艾斯半导体材料有限公司
	预审

	3 
	
	国标委发〔2026〕10号
20260503-T-469
	锗抛光片
	安徽光智科技有限公司
	预审

	4 
	
	工信厅科函〔2026〕298号
2026-0783T-YS
	羧乙基锗倍半氧化物
	云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
	讨论

	5 
	
	工信厅科函〔2026〕298号
2026-0784T-YS
	羧乙基锗倍半氧化物化学分析方法
	云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
	讨论

	6 
	
	工信厅科函〔2026〕298号
2026-0782T-YS
	硅多晶副产硅粉组分的测定 第2部分：硅含量的测定 X射线荧光光谱法
	内蒙通威高纯晶硅有限公司
	讨论

	7 
	第二组
	国标委发〔2026〕10号
20260520-T-469
	太阳能电池用砷化镓基外延片
	中山德华芯片技术有限公司
	预审

	8 
	
	国标委发〔2026〕10号
20260529-T-469
	砷化镓单晶位错密度的测试方法
	广东先导微电子科技有限公司
	预审

	9 
	
	国标委发〔2026〕10号
20260507-T-469
	氧化镓外延片
	中国电子科技集团公司第四十六研究所
	预审

	10 
	
	国标委发〔2025〕47号
20254534-T-469
	Ⅲ族氮化物半导体材料极性的测定 透射电子显微镜法
	江苏第三代半导体研究院有限公司
	预审

	11 
	
	国标委发〔2025〕47号
20254540-T-469
	Ⅲ族氮化物半导体晶圆表面缺陷的测试 激光扫描法
	江苏第三代半导体研究院有限公司
	预审
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